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Annotatsiya: Erbiy bilan legirlangan kremniyning fotoprovodimlik xususiyatlari eksperimental
ravishda o‘rganiladi. Legirlash natijasida Si panjarasida optik faol markazlar hosil bo'lib, infraqizil
diapazonda sezgirlik oshishi va zaryad tashuvchilarning yashash davri uzaytiriladi. Fotoprovodimlikning
spektral va temperaturaviy bog'liqligi tahlil qilinib, Kremniyni Er bilan legirlash natijasida fototashuvchilar
oqimi va rekombinatsiya mexanizmlariga ta’siri kuzatiladi. Olingan natijalar Er bilan legirlangan
kremniyning infraqizil detektorlar, fotodiodlar va optik kuchaytirgichlar uchun istigbolli ekanligini
ko‘rsatadi va materialning optik hamda elektr parametrlarini optimallashtirish imkoniyatlarini beradi.

Kalit so’zlar: Fotoprovodimlik, yorug‘lik o‘tkazuvchanligi, optik markaz, infraqizil diapazon

Fotoprovodimlik hodisasi materialga yoruglik tushganda uning elektr o‘tkazuvchanligi
oshishi bilan ifodalanadi va bu =xususiyat optoelektronika, fotonika hamda
telekommunikatsiya sohalarida muhim ahamiyatga ega. Yoruglik energiyasi valent zonadagi
elektronlarni o‘tkazuvchanlik zonasiga o‘tkazib elektron-kovak juftliklarini hosil giladi,
natijada zaryad tashuvchilar oqimi ortadi va materialning elektr xususiyatlari sezilarli
darajada o‘zgaradi. Fotoprovodimlik jarayonining samaradorligi yoruglik tolqin uzunligi,
foton energiyasi, zaryad tashuvchilarning yashash davri, kristall panjaradagi defektlar va
tashqi sharoitlar bilan bogliq bo‘lib, uni o‘lchash orqali materialning optik, elektr va foton
faol xususiyatlarini aniglash mumkin.

Kremniy tabily holatda past fotoprovodimlikka ega bolib, aynigsa infraqizil
diapazonda sezgirligi cheklangan, shuning uchun uning optik xususiyatlarini oshirish uchun
erbiy ionlari bilan legirlash muhim hisoblanadi. Erbiy ionlari Si panjarasiga kiritilganda
qo‘shimcha energetik qavatlar hosil bolib, fotonlarni uzoqroq saglash, rekombinatsiya
jarayonlarini boshqarish va zaryad tashuvchilarning yashash davrini uzaytirishga yordam
beradi. Er3* ionlari panjarada optik faol markazlar hosil gilgan holda infraqizil diapazonda
fotoprovodimlikni sezilarli darajada oshiradi va maksimal legirlash sharoitida sezgirlik
yuqori qiymatga yetadi, ortiqcha konsentratsiya esa yoruglik susayishiga olib keladi.
Tadgiqot natijalari shuni korsatadiki, legirlangan kremniyning fotoprovodimlik
xususiyatlari temperaturaga bogliq boflib, past haroratlarda zaryad tashuvchilar uzoqroq
yashaydi va sezgirlik kuchayadi, yuqori haroratlarda rekombinatsiya jarayonlari tezlashadi
va ogim kamayadi. Shu bilan birga, Er bilan legirlash orqgali hosil gilingan qo‘shimcha
energetik qavatlar va optik faol markazlar materialning fotoprovodimlik parametrlarini
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ish imkonini beradi, bu esa infraqizil diapazonda detektorlar, fotodiodlar,
aytirgichlar va telekommunikatsiya tizimlarida qollash uchun ilmiy jihatdan
vasos yaratadi. Materialning fotoprovodimlik xususiyatlarini chuqur o‘rganish,
tral va temperaturaviy bogligliklarni aniglash orgali Si:Er ning optik faol markazlari,
zaryad tashuvchilar ogimi va rekombinatsiya mexanizmlarini tahlil gilish mumkin bo‘lib, bu
natijalar materialning nano- va mikrooptik qurilmalar uchun samaradorligini oshirishga
xizmat qiladi hamda zamonaviy optoelektronika tizimlarida qo‘llash istigbollari haqgida
muhim ilmiy ma’lumotlarni taqdim etadi.

Xulosa.

Erbiy ionlari bilan legirlangan kremniy infraqizil diapazonda sezgirlikni oshiradi,
zaryad tashuvchilarning oqimi va ularning yashash davrini uzaytiradi, rekombinatsiya
jarayonlarini boshqaradi va optimal legirlash sharoitida fotoprovodimlik maksimal giymatga
yetadi. Spektral va temperaturaviy bogiligliklarni aniglash orqali Si:Er ning optik faol
markazlari va zaryad tashuvchilarning oqimi tahlil qilinib, materialning fotoprovodimlik
parametrlarini optimallashtirish imkoniyati ochiladi. Olingan natijalar Si:Er ning infraqizil
detektorlar, fotodiodlar, optik kuchaytirgichlar va zamonaviy optoelektronika qurilmalarida
qo‘llanish istigbollarini tasdiglaydi.
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